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スピントルクにより誘起される磁化ダイナミクスは、強磁性多層膜デバイスへの応用
が注目されているが[1]、この効果に関連して、磁化ダイナミクスによる磁場及び電気的
応答が一般化ファラデーの法則として提唱され、スピンに依存した電場、磁場が注目を
集めている[2]。これによりスピン流を生成するスピン電池としての応用が可能となり、
スピントロニクスデバイスに新たな機能を与えることが期待される。さらに、反強磁性
膜ではネットな磁化は存在しないが、スピントルクの効果が実験や理論で指摘されてお
ち[3,4,5]、現在盛んに研究されている。

Niu等[4]は断熱近似のもとで、副格子間のバンド混合を取り入れた定式化を行い、反
強磁性体においては強磁性体と異なり、スピンに依存したローレンツ力が副格子間のバ
ンド混合に大きく依存することを指摘している。本講演では、Niu等[4]定式化に基づ
き、反強磁性体中における磁壁運動のスピン流に及ぼす影響をスピン蓄積を考慮した電
子の運動解析から考察する。反強磁性体内に磁壁を導入するために、磁化方向が直交す
る2つの強磁性体電極で反強磁性体を挟んだ構造を取り扱う。特に、磁壁運動によりス
ピン流が変調された場合のスピン蓄積およびスピン起電力について数値計算で調べる。
また、Swaving等[5]は非線形シグマモデルのもと、反強磁性体内部でスピン流による有効
スピン軌道相互作用が、スピン密度及び有効磁場を誘起すること指摘している。我々
は、この結果との関係を議論する。
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